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səthinə qalınlığı 0.2 mkm olan qızıl (Au) nazik təbəqəsi termiki buxarlandırma 
üsulu ilə çökdürülmüşdür. Si lövhə üzərinə çökdürülmüş Au nazik təbəqəsi 
ölçüləri 100-200 nm olan nanozərrəciklərdən ibarət polikristal quruluşa 
malikdir. Səth boyunca bu nanozərrəciklər ölçülərinə görə xaotik paylanmışdır 
[3]. Burada nanohissəciklərin əhatə etdiyi sahənin potensiallar fərqinə görə 
paylanması maksimum 10 V-a uyğun gəlir. Səth boyunca potensialın lokal 
dəyişməsi təqribən 0.6 V-a çatır. Si lövhə üzərində nazik gümüş (Ag) metal 
təbəqə digər metal təbəqələr kimi AQM vasitəsilə öyrənilmişdir. Silisium 
lövhəsinin planar səthinə qalınlığı 0.2 mkm olan gümüş nazik təbəqəsi termiki 
buxarlandırma üsulu ilə çökdürülmüşdür. Bu təbəqənin səthi KZ-AQM 
vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Səthin 5×5 mkm2 sahəli topoqrafik təsvirindən 
görünür ki, n-tip silisium üzərində yerləşən Ag nazik təbəqəsi, ölçüləri 100-200 
nm olan nanohissəciklərdən ibarət polikristal quruluşa malikdir və həmin səth 
boyunca qeyri-bərabər paylanmışdır. 

 
 Ədəbiyyat: 

1. Torkhov N., Bozhkov V., Ivonin I. et. al. Determination of the Fractal Dimension 
for the Epitaxial n-GaAs Surface in the Local Limit // Semiconductors 43(1), 
2009, pp.33-41 

2. Tung T., Altindal Ş., Usu I. et al. Temperature dependent current-voltage (I-V) 
characteristics of Au/n-Si (111) Schottky barrier diodeswith PVA (Ni, Zn- doped) 
interfacial layer // Materials Science in Semiconductor Processing 2011, pp. 
14 139 

3. YU A.,Mead C. Characteristics of Al-Sİ Schottky Barrier Diode // Solid State 
Electron ., 1970, v.13, p.97-104. 

 

CİVƏ PLAZMASINDA ANOD POTENSİAL DÜŞGÜSÜNÜN 
ELEKTRONLARIN BALANSINA TƏSİRİ 

 
Hüseynov T.X., Quluzadə S.B. 

Bakı Dövlət Universiteti 
htarlan@mail.ru 

 
Müasir dövrdə tətbiq edilən ion lampalarında qeyri-bircinslik olan 

hissələrində ikiqat elektrik təbəqələri yaranır. Bundan başqa Yerin ionosfer 
təbəqəsində də həmin təbəqələrə rast gəlmək olur. Ona görə də qeyri-bircins 
plazmada ikiqat elektrik təbəqələrinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
 Civə buxarının elektrik boşalmasında anod potensial düşgüsü oblastının 
elektronların balansına təsirini araşdırmaq məqsədi ilə plazmada potensialın 
səviyyəsindən asılı olaraq, potensial çəpərin hündürlüyü təcrübi olaraq 
ölçülmüşdür (şəkil 1). Ölçmələrdən məlum olmuşdur ki, potensial çəpərin 
hündürlüyünün malik olduğu ən böyük ehtimallı qiyməti potensialın 3 ilə 6 V, 
intervalına uyğun gəlir. Bəzən isə bu kəmiyyət daha böyük qiymətlər (7 ÷ 8 V) 
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arasında dəyişir.  
İkiqat elektrik təbəqəsindən anod tərəfdə yerləşən plazmada, elektron 

zərbəsi ilə atomun ionlaşmasını əsas götürməklə, elektronların balansı təyin 
edilmişdir. Elektronların balans tənliyinə yüklü zərrəciklərin yaranma və 
yoxolma həddləri daxildir. Anoda çatan elektronlar anodun potensial düşgüsü 
oblastını keçməli olurlar. Odur ki, elektronların orta sayının balans tənliyini 
aşağıdakı ifadə ilə verə bilərik: 

𝑛𝐷 ∫ 𝜐
∞

𝜐𝐷
𝑓(𝜐)ⅆ𝜐 = 𝑛𝐴 ∫ 𝜐𝑓𝐴(𝜐)ⅆ𝜐

∞

𝜐𝐴
 .    (1) 

Burada nD və nA – uyğun olaraq, ikiqat elektrik təbəqəsinin UD 
- potensial 

çəpərini və UA 
- anod potensial düşgüsü oblastını keçən elektronların konsen-

trasiyalarıdır. Ölçülmüş elektronların 
Df , Af - paylanmalarına, ikiqat təbəqə-

dən katod və anod tərəfdə yerləşən plazmada ölçülmüş nD və nA konsen-
trasiyalarına, UA = 4,8 V və UD = 18 V potensiallarına və (1) ifadəsi əsasında 
tapılan qiymətlərə görə demək olar ki, alınan nəticələr nD/nA nisbətinin 
tərtibinə uyğun gəlir.  
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Şək. 1. Potensial səviyyəsindən asılı olaraq ölçülən impulsların 

sayı. Hg, P = 10-5 Tor, B = 2,5·10-3 Tl, sürəklik 5·10-8 san. 
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